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Diode:
1. Prema nameni diode se dele na: signalne diode, ispravljačke diode, prekidačke diode, diode za stabilizaciju napona, diode referentnog napona, fotoemitujuće diode, fotoosetljive diode
2. Karakteristike Ge i Si diode:
[image: image83.emf]
3. Za male vrednosti napona, odnosno struje, karakteristika PN spoja germanijuma ima oblik funkcije 
[image: image2.wmf]T
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 a silicijuma 
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. To znači da postoji značajna razlika u početnom delu U-I karakteristike. I vrednost napona UFT je približno 0,2 V za germanijumske, tj. oko 0,6 V za silicijumske diode.
4. Temperaturski sačinilac promene inverzne struje zasićenja: 
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 što znači da se vrednost struje IS približno udvostručava pri povećanju temperature od 10ºC: 
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5. Vreme inverznog oporavka diode je vreme od trenutka promene smera polarizacije do uspostavljanja neprovodnog stanja u kojem je struja kroz diodu manja od određene vrednosti.
6. Osnovni parametri diode: inverzna struja zasićenja IS (raste sa porastom temp), direktni napon UF (smanjuje se sa porastom temp) i napon proboja U(BR) (raste sa porastom temp).
7. Cener dioda u uobičajnim uslovima radi u oblasti proboja.
8. Šotki diode se odlikuju velikom brzinom rada u prekidačkom režimu. Za tu pojavu koristi se usmeračko dejstvo spoja metala i poluprovodnika N-tipa.
9. Varikap diode su diode koje se upotrebljavaju kao elementi sa promenljivom kapacitivnošću. Fizičke dimenzije ovih dioda su vrlo male.
10. U-I karakteristika tunel-diode i ekvivalentno kolo u oblasti negativne otpornosti. 
[image: image6]
[image: image7]
11. Fotoemitujuća dioda emituje svetlost kada kroz nju prolazi struja u direktnom smeru. Koristi se kao indikatori i za prenos podataka.
12. Fotoosetljiva dioda je elktronski element koji svetlosnu energiju pretvara u električnu. Osetljivost zavisi od talasne dužine svetlosti, spektralna karakteristika zavisi od vrste materijala.
13. Ekvivalentne šeme diode u (ne)provodnom  s
[image: image8]
14. PIN diode predstavljaju posebnu vrstu prekidačkih dioda namenjenih za rad u sastavu oscilatornih kola na visokim učestanostima. Posebnom konstrukcijom postignuti su mala unutrašnja otpornost u provodnom stanju i mala parazitna kapacitivnost u neprovodnom stanju.
15. Pri stalnoj struji napon diode polarisane u propusnom smeru, UF, smanjuje se sa porastom temperature: 
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16. U-I karakteristika poluprovodničke diode [image: image10.png]



17. Statička otpornost diode je prema Omovom zakonu: 
[image: image11.wmf]AK
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. Dinamička otpornost r predstavlja karakteristiku diode u određenoj radnoj tački 
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18. Napon praga 
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 predstavlja tačku preseka asimptote U-I karakteristike u f smeru i ose 
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19. Linearizovana U-I karakteristika poluprovodničke diode: 
[image: image19]Silicijumska: UF=0,6V, germanijumska: UF=0,2V.
20. Ekvivalentna kola Cener-diode.
[image: image20]
Bipolarni tranzistori
21. Pojačanje struje od emitora do kolektora bipolarnog tranzistora: 
[image: image21.wmf]b
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22. Pojačanje struje od baze do kolektora bipolarnog tranzistora: 
[image: image22.wmf]a
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23. Grafički odnos struja kod bipol. t.
[image: image23]
24. Uticaj kolektorskog napona , posredstvom modulacije širine baze, na vrednost ulazne struje naziva se reakcija kolektora ili Erlijev efekat.
25. ,26. 27. Karakteristike BT:[image: image24.png]A lc (MA)
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28. Radna (aktivna) oblast je središnje područje u kome je spoj baza-emitor JE polarizovan direktno, spoj baza-kolektor JC inverzno, a struja kolektora IC srazmerna struji emitora IE.

29. Oblast zasićenja je oblast u kojoj je spoj baza-emitor JE polarizovan direktno, ali je vrednost struje kolektora IC manja od vrednosti koja odgovara struji emitora IE.
30. Oblast zakočenja je oblast u kojoj je struja kolektora manja od inverzne struje zasićenja kolektorskog spoja ICBO koja odgovara stanju kada je struja emitora jednaka nuli (IE=0).

31. Izlazna karakteristika BT: [image: image25.png]oblast zasi¢enja
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32. -35. Jednačine koje predstavljaju matematički h-model BT. 
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a) 
[image: image27.wmf]ie
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 predstavlja ulaznu otpornost za male signale pri kratkospojenom izlazu. 
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b) 
[image: image29.wmf]fe

h

predstavlja faktor pojačanja struje od baze do kolektora za male signale pri kratkospojenom izlazu. 
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c) 
[image: image31.wmf]fb

h

predstavlja faktor pojačanja struje od emitora do kolektora pri kratkospojenom izlazu. 
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d) 
[image: image33.wmf]oe
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 predstavlja izlaznu provodnost za male signale pri otvorenom ulazu.  
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36. Zavisnost pojačanja struje BT od učestanosti: [image: image35.png]h/hg
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37. grafik: Ic/Ib(Ic)
38. Termičko bežanje je zavisnost karakteristika BT od temperature. Inverzna struja zasićanja PN-spoja se udvostručava na svakih +10ºC, i sa porastom temperature raste i struja baze IB (pri stalnom naponu baza-emitor UBE.
39. Zavisnost struje kolektora od napona baza-emitor: 
[image: image36.wmf](
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40. Hibridno ekvivalentno kolo BT.
[image: image37]
42. Pojačanje struje, zajednički kolektor: 
[image: image38.wmf]f

b

e

ic

h

i

i

A

+

=

+

»

=

1

1

b


43. Pojačanje struje, zajednički emitor: 
[image: image39.wmf]f
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44. Darlingtonov par – NPN t.     45. Darlingtonov par – PNP t.      46. Komplementarni BT (kao NPN t.): 
             [image: image40.png]/N




                       [image: image41.png]/TN




                          [image: image42.png]/TN





47. Pojačanje napona BT sa zajedničkim kolektorom: 
[image: image43.wmf]1
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48. Ulazna otpornost BT sa zajedničkim kolektorom: 
[image: image44.wmf]i
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49. Izlazna otpornost BT sa zajedničkim kolektorom: 
[image: image45.wmf]os

oo

o

i

u

R

=

 uoo – napon praznog hoda, ios – struja krakog spoja.
50. Element sa optučkom spregom: [image: image46.png]



FETovi  .:tranzistori sa efektom polja:.

51.
IDSS je struja između drejna i sorsa, pri kratkom spoju između gejta i sorsa. To je struja zasićenja kada je napon UGS=0. 
[image: image47.wmf]0
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52.
Dinamička izlazna provodnost tranzistora sa efektom polja predstavlja nagib izlazne karakteristike ID (UDS), a obrnuteo je srazmerna dinamičkoj otpornosti kanala rds: 
[image: image48.wmf]1
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,  i ona zavisi od položaja mirne radne tačke Q(IDQ,UDSQ)

53.
Izlazna statička karakteristika N-kanalnog spojnog feta
[image: image49.emf]
54.
Karakteristike prenosa N-kanalnog spojnog feta u oblasti zasićenja [image: image50.emf]
55.
Ekvivalentno kolo tranzistora sa efektom polja [image: image51.png]:|rds=1/gds





56.
Vrednost struje tranzistora sa efektom polja u oblasti zasicenja: 
[image: image52.wmf]0
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57.
Dinamička provodnost prenosa  je: 
[image: image54.wmf]0
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 i predstavlja nagib (strminu) karakteristike prenosa. Predstavlja osnovnu veličinu koja određuje karakteristike feta kao pojačavača.

58.
Dinamička provodnost prenosa u oblasti zasićenja je 
[image: image55.wmf]()

2

||

mDSSD

GSOFF

gII

u

=

 
59.
Presek i grafički simbol N-kanalnog spojnog tranzistora sa efektom polja
     [image: image56.emf]
[image: image57]
60.
Grafički simbol i pojednostavljeni prikas NMOS tranzistora sa ugrađenim kanalom     [image: image58.emf]     
[image: image59]
61.
Grafički simbol  i statička karakteristika prenosa N-kanalnog MOS-tranzistora sa indukovanim kanalom  [image: image60.emf]  [image: image61.emf]


.:tiristori:.

62.
Tiristor je poluprovodnički element koji ima samo dva stanja – provodno (uključeno) i neprovodno (isključeno). Može da ima dve, tri ili četiri elektrode. U neprovodnom stanju struja kroz tiristor je mala a otpornost velika. U provodnom stanju unutrašnja otpornost tiristora je mala, a struja po pravilu velika.Izrađuje se od silicijuma.

63.
U-I karakteristika tiristora [image: image62.emf]
64.
Spoj tranzistora kojim se može predstaviti diodni tiristor [image: image63.emf]
65. 
[image: image64.wmf])
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 inverzna struja PN spoja J2.

66. Slika je takva da se prvi kvadrant slike za diodni tiristor preslikava u treci kvadrant za dvosmerni diodni tiristor (62. pitanje). Povecava se napon u jednom smeru do odredjene granice (za to vreme otpornost spoja je velika – tiristor ne provodi) a onda se naglo smanjuje otpornost, napon spoja opada i struja se povecava. Identicno se desava u drugom smeru.
67. 
Diak je simetrični bidirekcioni diodni tiristor, i on može biti provodan u oba smera. Oznaka u šemama je
[image: image66.emf]
68.
Triodni tiristor P-tipa je tiristor kojim je moguće upravljati a gejt je na P oblasti. Oznaka u šemama je 

[image: image67]
69.
Triodni tiristor P-tipa je tiristor kojim je moguće upravljati a gejt je na N oblasti. Oznaka u šemama je 

[image: image68]
70.
Tiristor se može dovesti u provodno stanje povećanjem napona UAK iznad napona proboja U(BO) ili U(BR), strujom upravljačke elektrode (gejta) koja povećava verednost struje IAK, naglim povećanjem napona UAK , fotoelektričnim efektom, tj. svetlosnim zračenjem i zagrevanjem tiristora.
74.
Vrste tiristora su diodni tiristor, simetrični diodni tiristor, triodni tiristor P-tipa, triodni tiristor N-tipa, simetrični triodni tiristor, tiristorski prekidač sa dva gejta i foto-tiristor.

75.
Triak je simetrični triodni tiristor, predstavlja bilateralni prekidač koji može biti u provodnom stanju za oba smera proticanja struje.Oznaka u šemama je
[image: image69.emf]
76.
Pojednostavljeni prikaz presek diaka 
[image: image70.emf]
77. 

94. Stabilizacija jednosmernog napona Cener diodom i NPN tranzistorom: [image: image71.png]@W}@}
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95. Stabilizator jednosmernog napona sa diskretnim elementima, koji omogućuje podešavanje vrednosti izlaznog napona: [image: image72.png]<N
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96. Strujno ogledalo NPN tranzistorima: [image: image73.png]NS
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97. Strujno ogledalo PNP tranzistorima: [image: image74.png]NS
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98. Neinvertujući pojačavač sa komplementarnim tranzistorima: [image: image75.png]/N





99. Invertujući pojačavač sa komplementarnim BT: [image: image76.png]N
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100. Invertujući pojačavač sa komplementarnim MOS-tranzistorima: [image: image77.png]NEY





101. Neinvertujući pojačavač sa BT: [image: image78.png]Rs
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102. Izvor struje sa N-kanalnim spojnim FET-om: [image: image79.png]~
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